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１．概要（Summary） 

サブマイクロ構造をもつ光学素子の実証評価のために、

構造の作製プロセスを確立することを目指した。 
構造体の材料となるアモルファスSiは東北大学西澤潤

一記念研究センター(微細加工プラットフォーム)の住友精

密製 PECVD 装置にて成膜し、東京大学の微細加工プ

ラットフォームの設備を利用し、構造体のパターニングを

行った。一部自社の設備、プロセスも適用した。 
 

２．実験（Experimental） 
【利用した主な装置】 
超高速大面積電子線描画装置 
汎用高品位 ICP エッチング装置、 
汎用 ICP エッチング装置 

【実験方法】 
4 インチ石英基板上に、東北大学の PECVD 装置を利

用してアモルファス Si を約 800 nm の膜厚で成膜した。

またその上にエッチングマスクとして Al を 50 nm スパッタ

リング成膜した。 
アモルファス Si のパターニング準備として、超高速大

面積電子線描画装置によりレジストマスクを描画した。使

用したレジストは、日本ゼオン製 ZEP520A-7、スピンコー

ト回転数は 6,000 rpm で膜厚は 200 nm となる。レジスト

パターンを Al に転写するために、汎用高品位 ICP エッ

チング装置による Cl2-BCl3エッチングを実施した。最後

に Al マスクを介して、汎用 ICP エッチング装置でドライエ

ッチング加工した。 
 

３．結果と考察（Results and Discussion） 
アモルファス Si をドライエッチングした SEM 像を Fig. 

1 に示す。アモルファス Si の側壁荒れおよび底面が剣山

状になるブラックシリコン化側壁がなめらかにエッチングさ

れブラックシリコンも目立たない。アスペクト比次第では通

常の ICP エッチングでの加工が適している。 
 

  

(a)                      (b) 
Fig. 1 SEM images of fabricated amorphous Si 
pillar by (a) DRIE process and (b) normal ICP. 
 

４．その他・特記事項（Others） 
・他の機関の利用：東北大学（F-21-TU-0061） 
・本試作において、東京大学・微細加工プラットフォー

ムの藤原様、水島様に技術支援を頂いたので感謝す

る。 
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